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Navrieny zpisob kombinovaného lep-

‘té4ni sloZeného zlatého kontaktniho sy-

stému pfes fotoresistni masku pro vyso-
kofrekven&ni a mikrovlnné tranzistory
vychédz{ z kombinace nékolika metod lep~
tani, které jsou vhodné pro jednotlivé
vrstvy sloieného kontaktu. Zlaté vrstvy
jsou leptény argonovymi ionty, separadni
vrstvy plazmatickym lepténim a adhézni
vrstvy chemickou cestou pfes fotoresistni

masku.
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(54) Zplsod kombinovaného lepténi sloZeného zlatého kontaktniho systému
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Vynélez se tyk4 kombinovaného zpisobu lepténi sloZeného
zlatého kontaktniho systému pfes fotoresistn{ masku pro vysoko~
frekvenini a mikrovlnné tranzistory a ostatni polovodidové
soulédstky, kde nejmen3i rozmérkKy kontaktnich struktur jsoﬁ

Etyri a méné e
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Pro vyrobu vysokofrekven¥nich a mikrovlnnych tranzistord .
je nutné pouZiti vicevrstvych kontektnfich systémi, kde prvé
vrstva umoZnuje dokonalou adhezi k povrchu systému, druhé vrst-,
va zabranuje prﬁniku zlata k povrchu systému a tfeti'vfstva
je vlastni zlatd kontaktibilnf vrstva umo¥nujfe{ termokompres-
ni kontakt ilatého drétku jako vyvodu. NanéSeni téchto vrstev
se provadi napafovédnim nebo napradovédnim vhodnych kovovych
materiédli, Vytvéireni{ vlastniho kontaktniho motivu se provéd{
fotolitograficky za pomoci chemického leptdni nebo katodovym
odpradovédnim, které viak nelze realizovat piimo pires resistni
masku, nybrZ pres pomocnou masku daldfho materidlu nap¥iklad
niklu, kterd je pifes resistn{ masku pfedem vylepténa, nebot
p¥i katodovém odprasSovdni dochézi k neZddoucimu zah¥ivani
povrchu a tim k porulSen{ resistni masky. PFi chemickém lepténi
dochdzi k podleptévédni a tim k neZddoucim zm&ndm poZadované

geometrie struktur nebo jejich lokédlnimu prerudeni,

Uvedené nedostatky jsou odstrandny zpisobem kombinovaného
1eptgni alo¥eného zlatého kontaktniho systému pies fotoresistni
masku pro vysekofrekven®ni & mikrovlnné tranzistory, jeho¥
podstata spolivéd v tom, %e zlaté vratvy jsou leptédny argonovymi
ionty, separa®ni vrstvy plazmatickym lepténim a adhézni vrstvy
chemickou ceatou prfes fotoresistni{ masku., Jeliko¥ pro vylepténi
kontaktibilni vrstvy zlata je pouZito lepténi argonovymi ionty“
pfimo pies fotoreaistni.masku, nedochéz{ k podlepténi a proces -
lepténi je ukonfen na méné leptatelné vrstvé, Vzhledem k tomu,
¥e ryechlost leptdn{ zlata argonovymi ionty proti rychlosti

lepténi fotoresistni vratvy je mnohonésobné& v&t3i{, je moZno
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leptat vrstvy zlata o relativn& zna¥né tloudtce, ani¥ dojde
k odlepténi fotoresistni masky. Dalsi vrstvu, které je vytvore~
na z materidlu, ktery lze leptat plazmaticky, lze odleptat  ‘
plazmatickym lepténim rovn&% bez podstatného podlepténi.
Posledni adhézni vrstvu, jeji% tloudfka je velmi maléd, lze pak
odleptat bez znatelného podlepténi chemicky. Odstranén{ resist-
ni masky 1ze pak provést plazmaticky v kyslikové atmosfére.

Na pripojeném vykrese obr. 1 je zndzornén p¥fklad pouZit{
zplisobu kombinovaného leptén{ na kontaktnim systému pro mikro-
vinny tranzistor o nejmen3{ 3{¥ce proufku 2 e Na desku Jje
napafena pomoci{ elektronového déla vrstva titanu Ti o tloustce
30 a2 50 nm, ddle pak vrstva molybdenu Mo o tlou3fce 100,.Y 150 nm
a vrstva zlata Au o tlouSfce 600 nm. Fotolitografickou cestou
za pomoci resistu AZ 1350 je pak vytvorena resistni maska R
kontaktnfho motivu. Lepténi zlaté vrstvy Je pék provedeno
argonovymi ionty, pii kterém soulasn& dojde k odstranini neid-
doucich zbytkd fotoresistu mezi proufky jednotlivych elektrod.
Doba lepténi se pohybuje mezi 54z 15 minutami. Nédsleduje pak
plazmatické lepténi molybdenu Mo za pomoei fluoridu uhli&itého.
Posledni vrstva titanu Ti je odlepténa chemicky. Zbylé foto-
resistn{ maska R je pak odstranéna plazmaticky v kyslikové

atmosféte.

Predmé&t vynédlezu;
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Zpisob: kombinovaného leptén{ sloZeného zlatého kontaktnihd
systému pres fotoresistni masku pro vysokofrekventni a mikro-
vlnné tranzistory vy zna é eny t.im, Ze zlaté'vrstvy
jsou leptény ergonovymi ionty, separalni vrstvy plazmatickym
lepténim a adhézni vrstvy chemickdu cestou pres fotoresistni

masku.

1 vykres
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